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硅单晶电阻率标准样片检定规程

1 范围

本规程适用于硅单晶电阻率标准样片的首次检定、后续检定和使用中的检验。

2 概述

硅单晶电阻率标准样片 (以下简称标准样片)是用高纯多晶硅,经过单晶制备,再

经中子嬗变掺杂等多种工艺制造的,具有一定几何尺寸的实物标准。由不确定度已知的

标准装置,对该实物标准的电阻率及其它指标给予标定,使用时以标准样片为准,对相

关参数进行量值传递。

3 计量性能要求

3.1 标准样片的电阻率的测量范围

电阻率的测量范围0.005Ω·cm~5000Ω·cm。

3.2 标准样片的标称值

标准样片的标称值应符合下述19个规格中的一个,见表1:
表1 标准样片的标称值 Ω·cm

电阻率标称值

0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5

10 25 75 180 250 500 1000 2000 5000

3.3 标准样片应具备的参数及性能要求

3.3.1 标准样片,除具有电阻率标称值和实际值外,还应有下列参数或数据:导电类

型、掺杂元素、直径值、厚度值和使用要求。

3.3.2 对不同级别的标准样片,各项指标的要求见表2。
表2 标准样片的各项指标

样片级别合格指标

项 目

国家级标准样片 一级标准样片 二级标准样片

直  径 (40~75)±1%mm (40~75)±1%mm (25~100)±2%mm

厚  度 W≤1.0mm W≤1.0mm W≤1.0mm

标称值偏差0.01Ω·cm~500Ω·cm ±5% ±10% ±15%

中心点电阻率重复性(2σ) 0.3% 0.4% 0.8%

径向电阻率不均匀度 ≤3% ≤4% ≤8%
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